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MEMORIA DESCRIPTIVA 

para sel i d  tez

P A T E N T E  DE  I N V E N C I O N

en

E S P A Ñ A  

por VEINTE anca

a nombre le N.V. PHIIIPS' KiOEUAMFENFABRin^EN, entidad 

holandesa, establecida en Bnmasingel &9, Eindhoven, Ho­

landa, por:

"UN METODO DE VABRIOAR UN SISTEMA DE EIECTRODOS DN

CAPA BB BLO^OEO".

- 0 - 0 - 0  - o -  o -  c - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ea sabido alojaz un conjunto de eieotro- 

dos de capes de bloquee que comprende an cuerpo semicon­

ductor, mas en particular un diodo a cristal o un transis­

tor , en una envoltura y sellar une pluralidad de alambres
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de paso en esta envoltura que generalmente esté hecha 4# 

vidrio. sin embargo, la envoltura puede astax hacha da 

material oerámico o da material cerámico y vidrio. Parte 

da asta envoltura aun pueda estai hecha de metal.

S ns sabido que loe materiales aemioanduóte­

les, utilizados, més en particular germnnio y selenio y en 

un grado menor también el s ilic io , son sensibles a l calor, 

de modo que deben tomarse precauciones para impedir un 

calentamiento excesivo del cuerpo semiconductor durante 

10 la  etapa de sellado de los conductores,

por otra parte, deberla ser deseable que 

e l calor desarrollado por #1 pasaje de corriente durante 

ei funcionamiento del sistema en el cuerpo semiconductor 

sea conducida hacia afuera de manera satisfactoria.

15 Es d i f íc i l  cumplir estas dos exigencias

simultáneamente; para le  etapa de sellado es necesario 

tener conductores largos y delgados de modo que ellos  

pueden transferir solamente una cantidad pequeña de ca­

lor al cuerpo semiconductor. Durante e l funcionamiento 

20 es ventajoso tener conductores gruesos y cortos de modo 

que e llos pueden conducir hacia afuera satisfactoriamen­

te e l calor.

El objeto de la  presente invención consis­

te, entre otros, en proveer un método de íabricaoién de 

%5 tales conjuntos que cumple ambas exigencias, y se refiere  

ademas a las estructuras fabricadas de acuerdo con este 

método.
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De acuerdo con la presente invención, por 

lo menos ano de l3s alambres de paso es previsto, después 

de la  etapa de sellado y sobre por lo  menos ana parte de 

sa largo adyacente a la envoltura de ana capa metálica.

6 Nato se lleva a cabe a una temperatura que no afecta al 

cuerpo semiconductor, sata capa puede aplicarse de mane­

ra muy simple por electro-plateado, sin embargo, y come 

alternativa, la  capa puede aplicar se aegán el método de 

Schoop. Gomo otra alternativa, la  capa puede estar oons- 

10 tltaida por unas espiras de alambre metálico o por un 

arrollamiento de cinta metálica.

la  presente inven cié n se describirá a con­

tinuación más detalladamente con referencia a algunas 

realizaciones d# la  miama qoa se ilustran en la s  íigu­

ie ras que muestran transistores en escale ampliada, satos 

transistores están provistos de envolturas de vidrio que 

están constituidas por un tubo de vidrio 1 cerrado en uno 

de sus extremos por medio de una tapa de vidrio asilada 2.

Bn cada tapa están sellados una p lura li­

zo dad de alambres de paso 3, que llegan hasta el conjunto 

de electrodos en el interior de la envoltura, estando 

dispuesto este conjunto sobre un cuerpo semiconductor 4, 

Tales transistores ya son conocidos; los alambres de pa­

so son comparativamente delgados de modo que el calor 

25 aplicado durante e l sellado de la  tapa de vidrio 2 no pro­

duce más que un aumento permisible de la  temperatura del 

ouerpo semiconductor.
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BCL presente invento consiste en que ano 

o más do loa alambre a que sobresalen da la  envol tara 

satán previa toa da ana capa metálica*

Bn a l tratamiento mostrado en la  figura 1 

5 asta capa as aplicada por $1 actro-plateado a todos loa  

alambras. la  misma está constituida por ana capa da co­

bra 5.

hn al transistor mostrado sn la  figura 2, 

le  parta da los alambres diapo sata adyacentemente a la  

10 envolt ara está provista de ana cape polvorizada de a la- 

minio 6. los extremos de loe alambres quedan librea de 

modo que pueden soldarse fácilmente*

Bn e l transistor mostrado en la  íignra 

3, e l alambre de paso qae va hacia an electrodo, sopor- 

18 te an alambre de cobre arrollado ?. se supone qae la ma­

yor cantidad de calor es desarrollada en este electrodo. 

Beta alambre 7 puede soldarse luego a l alambre de pese 3 

de modo qae e l contacto tármice resalta mejor, na aamen­

to de temperatura dorante la etapa de soldadora es re - 

8o decido en comparación con el que se prodace durante le  

etapa de sellado.

Bebería notarse que las figuras son a d e ­

men te vistas esquemáticas; particalármente e l largo de 

loa alambres de paso en el interior de la envoltura está 

25 mostrado en escala ampliada por razones de claridad.

Bata solicitad, qae corresponde a la  pre-
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sentada en Holanda el 23 de Julio do 1954, bajo a l No. 

189.441, a# acoge a loa benefioioa del articulo 51 dal 

vigente Batatuto sobre propiedad Industrial.
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loa puntos da invención propia y na#va 

que aa presentan pare que sean objeto da asta petante 

da Invención ai Bapaña, por VKCNTB año a, aen loa ai- 

guien te a:

IR. -  Método da fabricación de un conjun­

to de electrodoa con capea da bloqueo que comprende una 

envoltura con alambre a de paso aalladoa en la misaa móa 

en particular un transistor o un diodo a crista l, carac­

terizado por el hecho de que despaóa I*  etapa de se­

llado, por lo menos uno de loa alambres de peso fuera 

de la  envoltura es provisto, por lo  menos sobre una par­

te adyacente a la envoltura, de una cape metálica.

&a. -  MÓtodc de acuerdo con la  reivindi­

cación I , con la particularidad de que la  caps es ap li­

cada per electro-plateado.

3 s. -  MÓtodo de acuerdo ocn la reivin-
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dicación 1, con la  particularidad de que la  capa es ap li­

cada según ai método de Sohoop.

4c. -  Método de acuerdo con la  reivindica­

ción 1, con la particularidad de que la  capa metálica se 

S obtiene arrollando un alambra o una cinta metálica sobro 

OI conductor de paso.

5 o. -  un sistema de eleotrodos con capas 

de bloqueo que comprende una envoltura con alambres de 

pase sellados, más en particular un transistor en an diodo 

10 a crista l, caracterizado por el hecho de que deapuás de 

la  etapa de sellado, por lo  menos un alambre de paso 

fuera de la envoltura es provisto, por lo menos sobre 

una parte adyacente a la envoltura de una capa metálica 

de una manera tal que el diámetro de esta parte es supe- 

15 risr que el de la  parte del alambre en ei interior de 

la  envoltura.

6o. - sieterna de electrodoe de oapas de

bloqueo de acuerdo con la  reivindicación 5, con la  par­

ticularidad de que la capa es aplicada por eieotro-pla- 

80 teado.

yo. -  sistema de electrodos de oapas de 

bloqueo, de acuerde con la  reivindicación 5, con la  par­

ticularidad de que la  capa está constituida por una capa 

aplicada según el má te do de schoop. 

gg 8s. -  sistema de electrodos de capas de

bloqueo, de acuerdo con la  reivindicación 5, con la  par­

ticularidad de que la capa está constituida por un arro-
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llamiento de alambz# c cinta metálica.

9S, — ^n mátodo de fabzicaz un aia tema 

A# eieoticaos de capa de bloqueo.

Tal y {̂ mo a# ha dea cri te aa la  Memozia 

8 que antecede, zapi*amatado en ai dibujo qu# ae acompaña, 

y con loe finca qu# ae han especificado.

Sata Mamozia cenata de aiate hojea e sóli­

tas pez unn sola oaza.

Madzid. 22 ,D !(.
p. d
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